ASIGNATURA: SEMICONDUCTORES
ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL RECUPERATIVO. 
TÍTULO:
LOS TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO. FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIONES.
1.- Describir en un máximo de 10 líneas la estructura básica interna y  el principio de funcionamiento de:

a) Un transistor de efecto de campo de unión JFET

b) Un transistor de efecto de campo Metal óxido semiconductor MOSFET

2.- Señalar al menos cuatro diferencias entre las características de un transistor bipolar BJT un transistor de efecto de campo de unión.

3.-a) Dibujar una familia de curvas características de drenaje en fuente común de un JFET de canal n b) Explicar cualitativamente la forma de estas curvas.

4.- a) Repita la pregunta anterior para un MOSFET. b) Identifique las zonas de funcionamiento en las curvas características del aparte a).

5.- a) Definir la tensión de contracción Vp. B) Indicar la región de deplexión antes y después de la contracción.

6.- Explique como se emplea un JFET como resistencia variable con la tensión.
7.- Dibuje el circuito de un inversor lógico CMOS y de un inversor lógico NMOS.
8.- a) Explique el funcionamiento del circuito siguiente. B) Qué función realiza el MOSFET Q2 en el circuito?


[image: image1] 
9.- a) Encuentre una expresión para Vo en términos de Vi para el circuito del problema 8. b) Analice el resultado si K1=K2 y VTR1 = VTR2. 

10.-  Un MOSFET de canal de canal p tiene parámetros VTR = -0,5 V K = -2,2 mA/V2. a) Es este un dispositivo incremental o decremental, b) Cuál deberá ser el valor de VDS si debe operar en la región de corriente constante con VGS= -2 V?, c) Calcule ID para las condiciones del apartado anterior; d) Calcule I D si V DS  = -1 V.
PROF. AZUCENA ACEVEDO

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO RECUPERATIVO.
1. El trabajo es individual

2. Se debe entregar en manuscrito en hoja rallada (de examen), donde se identifique  claramente el alumno.

3. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos sobre la escala de veinte.
4. La calificación obtenida sustituirá la calificación  correspondiente a la primera evaluación.
5. La fecha de entrega no deberá superar el viernes 28 de noviembre de 2003. 
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